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1．緒言 

アモルファス炭素（a-C）系膜の主成分である水素 1
H や炭素 12

C には安定同位体 D（重水素），

13
Cが存在する．同位体元素は原子間結合距離等が異なる為 1)，Dや 13

Cを主成分とする a-C膜の

構造・特性は 1
Hや 12

Cを主成分とする a-C膜と異なると考えられる．本研究では，同位体メタン

系原料を用いて Dや 13
Cから成る a-C系膜を作製し，その特性を評価した． 

2．実験方法 

a-C系膜はプラズマ化学気相析出法により Si(100)，7059ガラス及び石英基板上に作製した．高

純度メタン，メタン-
13

C，メタン-d4から其々水素化アモルファス炭素（a-
12

C:H），アモルファス同

位体炭素（a-
13

C:H），重水素化アモルファス炭素（a-
12

C:D）膜を作製した．20 Wの高周波（13.56 

MHz）電力を基板に印加し，電極間距離 20 mm，メタン流量 3 cm
3
/min，合成圧力 12 Paで膜を基

板上に堆積させた．作製した膜はラザフォード後方散乱/弾性反跳検出分析，吸収端近傍 X線吸収

微細構造，ラマン散乱分光分析法，電子スピン共鳴及び紫外・可視分光分析により評価した． 

3．結果 

作製した a-C 系膜及び標準試料（TEMPOL）の

ESRスペクトルを Fig. 1に示す．得られたスペクト

ルから算出された a-
12

C:H，a-
13

C:H，a-
12

C:D膜の不

対電子密度は其々1.4×10
21，1.4×10

21，1.0×10
21

 cm
-3

であり，a-
12

C:D膜の不対電子密度が a-
12

C:H膜と比

較して低い事が示された．これより，Dは Hと比較

して，a-C 系膜の堆積中に欠陥を生成し難いと考え

られる．また，a-
13

C:H 膜のスペクトルの線幅が

a-
12

C:H 膜の約 2 倍であり，13
C が持つ核スピンが，

膜中の不対電子と相互作用していると考えられる．  
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Fig. 1. ESR spectra of a-C films. 
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